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Суперлюминсцентный диод (СЛД) представляет собой полупроводниковый источник света на основе смещаемого в прямом направлении  перехода, работающий в режиме усиленного спонтанного излучения (УСИ). СЛД занимает промежуточное положение между лазерными диодами (полупроводниковыми лазерами) и обычными люминесцентными диодами, объединяя определенные особенности и тех, и других приборов: с одной стороны, достижение высокой мощности и яркости выходного излучения, как у лазерных диодов, с другой - широкий спектр излучения, как у светоизлучающих диодов, со слабой временной когерентностью [1]. 
Таблица 1.1. Слои структуры с активной областью на основе 
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В рамках данной работы представлено сравнение СЛД на основе систем материалов AlGaInAs/InP и GaInAsP/InP. Было проведено моделирование двух вариантов поперечного сечения СЛД полосковой (гребневой) геометрии, один из которых состоит из активной области с несколькими квантовыми ямами, и волноводных и эмиттерных слоев (см. табл. 1.1). Использование изотемпературной дрейф-диффузионной модели позволило рассчитать распределение концентрации свободных электронов  и дырок  вдоль сечения в стационарном во времени режиме при различных значениях приложенного напряжения (0-2 В), а k*p-метод с 4x4 гамильтонианом Латтинжера-Кона [2] (принимаем во внимание только дважды вырожденные по спину подзоны легких и тяжелых дырок), учитывающим вызванное рассогласованием постоянных решеток упругое напряжение квантовых ям (КЯ), дал возможность после решения уравнения Шредингера с прямоугольным потенциалом квантовых ям определить спектр материального усиления  [1/см] активной области в окрестности центральной длины волны 1.55 мкм для TE-поляризованной волны в приближении несвязанных ям при рассчитанных концентрациях  и  в КЯ.
Далее был проведен оптический расчета того же сечения благодаря решению макроскопических уравнений Максвелла для диэлектрической среды в том же сечении в предположении о том, что поле представляет собой бегущую вдоль оси диода волну: . Действительные для всех материалов кроме КЯ показатели преломления  полупроводников были рассчитаны по модели Адачи [3]. Показатели преломления материалов квантовых ям ( или )  имеют ненулевые отрицательные мнимые части , соответствующие рассчитанному материальному усилению. Другое возмущение , относящееся уже ко всем слоям, - это пространственно неоднородная добавка, вызванная зависимостью показателя преломления от концентрации свободных носителей [4]. Таким образом, в работе были определены моды электромагнитного поля, поддерживаемые структурой, основная из которых, как и ожидалось, оказалась TE-поляризованной. 
И, наконец, знание распределения интенсивности моды, позволяет найти факторы оптического ограничения  внутри квантовых ям, что дает рассчитать модовое усиление  и внутренние оптические потери  (где  сечения поглощения фотонов электронами и дырками соответственно) – величины, которые определяют спектр УСИ и значение мощности выходного излучения [5]. 
[bookmark: _GoBack]Рассчитанные внутренние оптические потери и выходной спектр усиленного спонтанного излучения были подвергнуты сравнительному анализу для двух рассматриваемых структур.
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